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При увеличении потенциала на промежутке сетка – подложка (см. рис. 4, в) максимум пика появ-
ляется раньше – через 3,5 мкс, что говорит об увеличении скорости потока заряженных частиц за счет 
ускорения электрическим полем. При увеличении плотности мощности воздействующего на мишень 
лазерного излучения скорость процессов в промежутке сетка – подложка растет, и максимум пика по-
является еще раньше – через 3,2 мкс (см. рис. 4, г).

Представленные на рис. 4 результаты экспериментов, в которых перед появлением ограничения им-
пульса тока в промежутке сетка – подложка наблюдается короткий (порядка 250 нс) положительный 
импульс тока на подложку, можно объяснить следующим образом. В самом начале процесса поступле-
ния заряженных частиц на подложку попадают наиболее быстрые ионы, энергии которых хватает для их 
имплантации в материал подложки. С течением времени на подложку поступают все более медленные 
ионы, и наступает момент, когда механизм имплантации меняется на механизм травления, т. е. вторичной 
эмиссии ионов. Однако при имплантации в приповерхностном слое подложки из-за наличия ионов фор-
мируется (накапливается) положительный заряд. Для его компенсации в цепи сетка – подложка за счет 
источника U2 появляется обратный ток электронов, который должен иметь на осциллограмме положи-
тельный импульс. Частично импульс электронов компенсирует заряд, созданный внедренными ионами, 
а дальше возникает вторичная эмиссия, которая вследствие максимального значения вторичного ионного 
тока в это время является преобладающим процессом, и в импульсе тока на подложку появляется ограни-
чение в виде полки различной длительности в зависимости от условий эксперимента. 

Рис. 4. Общий импульс тока и его передний фронт в промежутке сетка – подложка в режиме  
вторичной ионной эмиссии при различных условиях воздействия лазерного излучения  

на медную мишень (на участке мишень – сетка установлен постоянный потенциал U1 = 30 В):  
а, б – плотность мощности лазерного излучения 5 ⋅ 108 Вт/см2, U2 = 30 В;  

в – плотность мощности лазерного излучения 5 ⋅ 108 Вт/см2, U2 = 50 В;  
г – плотность мощности лазерного излучения 1 ⋅ 109 Вт/см2, U2 = 50 В

Fig. 4. Total current pulse and its leading edge in the grid – substrate interval in the regime secondary  
ion emission at the different conditions of the acting laser radiation on a copper target  

(the interval target – grid have constant potential U1 = 30 V): a, b – laser power density 5 ⋅ 108 W/cm2, U2 = 30 V;  
c – laser power density 5 ⋅ 108 W/cm2, U2 = 50 V; d – laser power density 1 ⋅ 109 W/cm2, U2 = 50 V


